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まえがき＝微細化が進む半導体デバイス製造において，
各工程の歩留りを改善させて生産性向上を図るために，
半導体ウェーハに対して表面凹凸の低減が望まれてい
る。ウェーハの厚み分布を反映する平坦度に加え，近年
ではナノトポグラフィと呼ばれる指標が注目されてい
る。
　ナノトポグラフィは半導体製造装置に関する国際規格
/スタンダードであるSEMI M43-11091）により定義され
ており，ウェーハのFQA（Fixed Quality Area：デバイ
ス製造に使用可能な領域）内で，表面形状から半導体ウ
ェーハのたわみや反り等の比較的長周期的形状を除いた
約0.2 mm～20 mmの周期成分を持つ表面凹凸（非平面
偏差）の度合いを示す指標である。
　CMP（Chemical Mechanical Polishing）工程により加
工されるSTI（Shallow Trench Isolation）では，ナノト
ポグラフィがその品質に大きな影響を与えることが知ら
れている2）
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する。位相シフト法では，撮影した画像の画素ごとに変
位が求まるが，複数の干渉画像を撮像するため参照面と
測定対象面の距離が振動の影響で変化して誤差要因とな
ることが懸念される。これに対して，ワンショット法で
は測定対象物を傾けることにより，密で一様な縞画像を
作り，局所的な縞画像の面的な位置ずれを元に位相画像
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テージ（X軸，Z軸）」から構成されている。X，Z軸ス
テージによりセンサ部を任意の測定座標に移動させ，ウ
ェーハ全面を分割して干渉縞画像を取得し，位相解析に
より形状画像にする。取得された各視野の形状画像は，
全て隣接する形状画像と領域が一部オーバーラップして
おり，当社独自の画像再構成システムにより画像間の境
界をつなぎ合わせて 1枚のウェーハ全面画像として出力
する。以上の測定システムにより，直径300 mmシリコ
ンウェーハの表面形状測定を可能にしている。

4．装置性能の評価

4. 1　測定形状の確からしさの評価
　当社が開発した装置による測定形状の確からしさを評
価した。
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の面積比率とした累積度数グラフの一例を図13に示す。
このグラフに対して，任意に設定した面積割合（指定値
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